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一． 实验现象及数据记录 

1． 测量 VH-IM 关系                                              Is=5.000mA 

IM（A） B（mT） 
V1（mV） V2（mV） V3（mV） V4（mV） 

1 2 3 4- + -
(mV)

4
H

V V V V
V =  

+IM,+IS -IM,+IS -IM,-IS + IM,-IS 

0.1 1.48 1.54 -1.11 1.1 -1.53 1.32 

0.201 2.9748 2.87 -1.54 2.42 -2.89 2.43 

0.301 4.4548 4.21 -3.73 3.71 -4.21 3.965 

0.4 5.92 5.51 -5.04 3.04 -5.52 4.7775 

0.5 7.4 6.83 -6.36 6.37 -6.84 6.6 

0.6 8.88 8.15 -7.68 7.68 -8.15 7.915 

0.7 10.36 9.46 -9 9 -9.47 9.2325 

0.8 11.84 10.8 -10.32 10.33 -10.81 10.565 

       

       

 

 

 

2. 测量 VH-IS关系                                           IM =0.500A 

IS（mA） 
V1（mV） V2（mV） V3（mV） V4（mV） 

1 2 3 4- + -
(mV)

4
H

V V V V
V =  

+IM,+IS -IM,+IS - IM,-IS +IM,-IS 

1 1.37 -1.28 1.28 -1.37 1.325 

2 2.74 -2.56 2.56 -2.74 2.65 

3 4.08 -3.8 3.81 -4.08 3.9425 

4 5.46 -5.07 5.08 -5.46 5.2675 

5 6.84 -6.35 6.36 -6.84 6.5975 

6 8.22 -7.6 7.61 -8.22 7.9125 

7 9.6 -8.85 8.84 -9.61 9.225 

8 11 -10.08 10.01 -11.02 10.5275 
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3.测量 VH-X 关系                                          IM=0.500A  Is=5.000mA 

x(mm) 
V1（mV） V2（mV） V3（mV） V4（mV） 

1 2 3 4- + -
(mV)

4
H

V V V V
V =  B(mT) 

+IM,+IS -IM,+IS - IM,-IS +IM,-IS 

10.0 2.74 -2.24 2.23 -2.74 2.4875 2.82205457 

20.0 4.64 -4.15 4.13 -4.63 4.3875 4.97759374 

25.0 5.35 -4.85 4.85 -5.37 5.105 5.7915934 

30.0 5.82 -5.33 5.34 -5.83 5.58 6.33047819 

40.0 6.3 -5.8 5.81 -6.3 6.0525 6.86652675 

50.0 6.55 -6.05 6.05 -6.55 6.3 7.14731408 

90.0 6.78 -6.28 6.28 -6.78 6.53 7.40824777 

130.0 6.8 -6.3 6.3 -6.81 6.5525 7.4337739 

150.0 6.83 -6.32 6.32 -6.83 6.575 7.45930002 

170.0 6.84 -6.34 6.33 -6.84 6.5875 7.4734812 

210.0 6.82 -6.29 6.29 -6.81 6.5525 7.4337739 

250.0 6.52 -5.98 6 -6.52 6.255 7.09626184 

260.0 6.27 -5.73 5.73 -6.23 5.99 6.79562085 

270.0 5.66 -5.14 5.14 -5.67 5.4025 6.12910545 

275.0 5.11 -4.58 4.58 -5.1 4.8425 5.49378864 

280.0 4.34 -3.81 3.82 -4.34 4.0775 4.6259005 

290.0 2.54 -2.01 2 -2.53 2.27 2.57530206 

300.0 1.34 -0.8 0.8 -1.34 1.07 1.2139089 
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4. AMR 的 Vout-IM 关系                           VS=4.00V 

IM(mA) B(Gs) Vout(mV) IM(mA) B(Gs) Vout(mV) 

600 16.7 -15.8 -50 -1.391666667 6.5 

550 15.30833333 -18.4 -100 -2.783333333 11.4 

500 13.91666667 -21.2 -150 -4.175 16.1 

450 12.525 -20.3 -200 -5.566666667 20.6 

400 11.13333333 -21.6 -250 -6.958333333 24.6 

350 9.741666667 -28.7 -300 -8.35 28.2 

300 8.35 -25.6 -350 -9.741666667 31.1 

250 6.958333333 -21.9 -400 -11.13333333 33.2 

200 5.566666667 -17.7 -450 -12.525 25.6 

150 4.175 -13.2 -500 -13.91666667 25.1 

100 2.783333333 -8.5 -550 -15.30833333 22.7 

50 1.391666667 -3.5 -600 -16.7 18.9 

0 0 1.4    

 

 

5. AMR 的 Vout-θ关系                                 VS=4.00V、IM=150mA                                                                           

θ（°） 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Vout（mV）           

θ（°） 50 55 60 65 70 75 80 85 90  

Vout（mV）           
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二． 数据处理及作图 

1.画 VH-IM 和 VH-IS 曲线，用最小二乘法计算斜率 K，计算霍尔元件灵敏度 KH；    

 

VH=13.3937826IM-0.1799256 

KH=0.87156471/(5*10^-3)= 174.312942𝑉/(𝐴 ⋅ 𝑇) 

 

VH= 0.75995167Is-0.0072259 

KH= 1.31913579/ (7.4*10^-3)= 178.26159𝑉/(𝐴 ⋅ 𝑇) 
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相差不大,KH 取 176.29 𝑉/(𝐴 ⋅ 𝑇) 

2.画 B-X 图，描述螺线圈内 X 方向上 B 的分布特征; 

 
可以看出，在螺线管内部中点附近，B 的大小基本不变，因此可认为很长的通电螺线管  

内部为匀强磁场；而在螺线管两端附近，B 的大小变化非常明显，在端点处达到最小值。 

 

3.作出 Vout-B 关系曲线，并取在线性范围（±6Gs）内数据，根据公式计算各向异性磁阻传

感器的灵敏度 SA; 

 

结合最小二乘法得：𝑆A=0.730782𝑚𝑉/(𝑉 ⋅ 𝐺𝑠) 
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三． 讨论问题 

1. 如何根据 B、IH 和 UH 方向判断霍尔片的导电类型（N 或 P 型半导体），要求画图说明。

（注：N 型半导体中，载流子为电子；P 型半导体中将载流子视为正离子）； 

2. 估算本实验所用霍尔片的载流子浓度。  

 

1． 

 

如图为霍尔元件的示意图。坐标轴规定了电流 𝐼S 、磁场 𝐵、电压 𝑈H 的正方向。假设霍尔

片是 N 型半导体，载流子为电子。电子的流动方向与电流方向相反，由于洛伦兹力的作用，

电子向图中的 𝑓L 方向偏转，造成 b 侧负电荷的积累，最终在 a，b 面建立霍尔电场 𝐸H，

以及电势差 𝑉H 。在该情况下，若 𝑉H 为正值，说明霍尔片是 N 型半导体。反之，若 𝑉H 为

负值，说明霍尔片是 P 型半导体，载流子为空穴. 

 
2. 

 

N=3.54*10^12/𝑐𝑚^3 


